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Abstract (Basic): DD 285224 A 

The conductive pattern i<? m =H a ^ 
BaF2 or SrF2 by ion^S^nt with* s! Jo * ^^ic la Y- of CaF2, 
more than 100 micro-amps/cm2 *n « Sl-10ns at a beam current of 
power 16-10 power 18 S?^^*"!^ tn 5 " 3 °° K * V ' and 3 doSe of 10 
deg.C for 20-60 mins. or at 800-12nn h 5*2 annealed Pref. at 400-800 

Also claimed is heating Q ? tle£lantl°/ 5 " 3 ° S ? CS ' 
at an energy-density of 0.5-2 J/cm2 ^ la ° ted , areaa Wlth a Pulsed laser 
a pulse-frequency of 10-100 sec ft r ength ° f 10-50 nsecs - and 

Also claimed is the use of L ? Nation of 5-30 sees, 
substrate to a temp, of ™ ^"tation which heats the 

generated* wrthourthe^se^rmfski 11 ^ 5 CO ? ductive regions to be 
out in a vacuum to avoid reaction of Jh/^^f Pr ° C ! SS Can be ca "ied 

" ° f the »etals with oxygen, e.g. by 
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r age t OI 1 1 

using an" epitaxial reactor for depositioTof the fluoride layer and an 

ihr^ah ^ e ?h-T eCted , t °u lt , f0r 3 SinglS Ste P Process. By implanting 
through the thickness of the layer contacts can be made to underlying 
Si-areas. For surface tracks only superficial implantation is required. 
The implantation releases F and substitutes Si for the formation of the 
disiUcide conductive layer. The process is used for the mfr. of micro 
electronic devices. (3pp Dwg.No.0/0 
Title Terms: CONVERT; LAYER; ALKALINE; EARTH; FLUORIDE; DI; SILICIDE- ION- 
SuIs?StE SILIC0N '' GENERATE; C0NDUCT ™G; CONTACT; TRACK; SEMICONDUCTOR ; ' 
Derwent Class: L03; Ull 
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Derwent Registry Numbers: 1666-S; 1790-U; 1804-U; 1819-U 
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Abstract (Basic) : GB 2205860 A 

An appts. for depositing thin films has a vacuum container (1) 
evacuated to high vacuum into which is introduced a vapour deposition 
gas, an evapn. source (11), a counter electrode (5) holding the 
substrate (100) to be coated, an accelerating grid (6), and, 
characteristically, an electron gun (30) to emit thermions which 
bombard and ionise the evapd. substances. The vapour deposition gas 
may be an active gas, an inert gas, or a mixt . of the two types. Pref. 
the source (11) is in the form of a coil or a boat, most pref. of 
tungsten or molybdenum. When the vapour deposition gas is an inert gas 
the appts. is used to deposit material such as Al and Au, and when the 
gas is a reactive as, the appts. is used to deposit materials such as 
A1203, Si02, In203, ZnO, CdS, TiN and TaN. 

US E /ADVANTAGE - The appts. is esp. useful for the formation of 

thin semir.nnHnrt-nr filmc i t*» t c t <- ^ ~ _j -r ^ _ ^ ^ ^ . • - - . , 

— dau or cnin meuai rums or 

high purity for use as electrodes. The evapd. substances in the appts. 
are accelerated to high energy so that substrate heating is not 
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(54) Verfahren zur Erzeugung elaktrisch leitfShiger Gebieta 



(55) Mikroelektronik; Leitbahnerzeugung; Silicid; Erdalkalifluorid; Erdalkalifluoridumwandlung; lononbestrahlung; 
Epitaxie; Integration dreidimensional; Kontakt; Siliziumionen 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung elektrisch leitfahiger Gebieta auf tow. in einar auf einem 
Halbleitersubstrat aufgebrachten Isolatorschicht, welche Bestandteil das daraus eneugten Halbteiterbaueiements ht. 
Das Wesen der Erfindung besteht darin. daG eine dielektrische Schicht aus CaF,, BaF 3 , SrF 3 oder Mischungen dieser 
Verbindungen epitaktisch einkristallin bzv\. poiykristellin auf ein Halbleitersubstrat aufgebracht wird, und die 
Bestrahiung der Schicht mittals Sitizijmionenstrahl erfoigt. Je nach dem Ziel der Herstellung als Leilbahn- oder 
Kontaktmateriai wird die Dicke der Erdalkalifluoridschicht zwischen 10 und 400 nm, und davon abhangig der 
loneneinschuflenergie von 5 bis 300 keV und die Bestrahlungsdosis zwischen 10" bis 10" cm ~* gawahlt. Wahrend bei 
der Kontakther-iteilung dio Siliziumic ten die gesamte Erdalkalifluoridschicht bis zur Siliziumoberflache durchdringen 
mussen, genugt bei ^er Leitbahn?- jrstellung das Eindringen in dio Oberflachenbereicho. 
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PatentansprGche: 

undnachfolgendeetempartwird 1 ,u DIS 1 10 cm beschossen 

;;nd,™ rlm p U , s f raquera von 10-100.- «S!^^hK£? ' emer """'*"»"«' '<«<"» 
300bi S 800^ e ™irmtST * plan, ' , '° nau ' 8i ™ T8m P 8ral,, "» l «h e n 

Anwandungcgabletder Erflndung 

Charakterlstlk des bekannten Standes dar Technlk 

Z^SlandderTechnlkgehOrtauch.dafldlePoS^ 
VerfahrensschrittevorgenommenwiraiA.Mosch™ 

Mil zunehmender Inteflratlonsdichte mussan neuaLahhX™.? ■ ' Ha,b,8ft «'el9Wronik). 
^tandigkeitE.aktroSigratio^ 

(S.P. Murarka. SiOdd- for VLSI-Appllca.lons/ Orlando Se» B^W/a™"*^ ° ie " Ei <""»"Caftan besitzen Silicide 
(z.B. J.Taang, US 4597163). Daren Herstellung aufd.m 

Abscheidung des Me.alls au( Silizium und anschlieBeTdo StSwLt verschiedene Wai.e e,fol 0 en. so durch 
238882. C. Lao EP0085777), "Vch Abscheidung das S (Z " * H - Fiseher u a " DD 

Ab«heidungdesMetallsa U fSilizi^^ 

(H.Naguib u.a. US 4683645). durch B l«fchi.ltl»Ab^ ™i"9) 
EP 0218827. J.Fa.ula u.a. EP0043451) uXhtSS^^!^ T S *' U ™ m ' m ° ewQnsch < 8 " Vemalmis (K.Choi u a. 

Le.tbahnsch.chter, durch Implantation der Metallionen In <j 3 i £ U m I.Sh^^, ,B ^ , ekanm ' daG var «" ab8ne 

<N.Yamamotou.a.US4577396).WirdlneinemS 

"i'tdieEaeugungeinesleutflhig^^^ 

Silizium. darauf aufgebrach. warden. vSdS^^^J^T m °?'' C *' WBn " K™P°™*". Metaliund 
Tachnologie aufwendig (R.A. Hamm u a to |^ w ^Tf!'" "ocniometriachen Verhallnisses i« diase 

SiKcid befinden so.., mi, einam Ra.istma.eTal bedeckt XlSlZ^,^? "• '^^r?^^ 8U ' d9nen sieh kein 
Eigenschaften als Leitbahn- und Kon.ak.mataria! aufwe i s ,n J F Moravu a f f " ,chl c nur T Silic,de d " Ubergangsmetalla gute 
Ciber die Hemellung des lailfihigen Erdalkallsmcides7asr*D,h;^ I » Vafc SeU T9Chno1 - A6 ' 1340 < 1988 » '""chteten 
Verdemph-ngaufeinemSiliziumsubV^ 

erreici... aogesclneden und uber d.e tharmische BehandUmg bei 600'C die Silicidbildung 

Ziel der Erflndung 

Baltn^ 
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Darlegung das Wctant der Erflndung 

BwtrahlungderSchlchtmitteltSlllilumlow^ 
wirddleDickederErdalkalifluorid.cS 

die geeamte Erdalkalifluoridachicht bis zur SiMrtumobarflfcha durchd ^ " Koniakthorswllung die SilWumionen 

Elndringen In die ObernSehenberaiche 5 "' ,iumobar " 4che *«Mnngen mussen. oonugt bei dar Leitbahnherstallung das 

AufGfundderEnergledeponlerurgderSlliciumlonanwirddasErdalkaliHuoridzBfsem lnd« m n.m,^-.- - ~ 
eingebraehtan Sllliiumlonen atallan dan unmittalbaren RuUkJmfa^ i?J ^ SOr ^ rt - D,a 

^'<»c^«W fl eErdalkallsiliddbHden 

ainarsolehen lonendoaia, daB das sttehiorrw.riach. Varhaltnis eSt w!,d d6rt d '° Bes,rah,un 8 mi < 

Erf mdungsgemaB wird die Schicht anschlieBend getempart, urn die vollstiindmo V«rbinH„n™ c-r w 

kann durch ErhiUen in einem Temperofen bia 800'C fur Sm^»Z«II*!1^ ^ !• 88 ZU 9,chen - 0ies 

processing)*, 1 200*C fOr 5-30 a odar durch Be^ahfuno nWuhwm fmotlslM. h k ? m i !* ! fh ' ,Z9n ^7 r3pid th8rmal 

^Onsundderln^uls/olgefrequenrl^^ 

dreidimonalonale einkrisulline Mikroelaktronik i.t. D^ga" ^ 
^"^.weichemite,^^ 
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